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CR5843AS 

高压启动多模式PWM控制器  

  

主要特点 

⚫ 高压启动  

⚫ 内置软驱动减少MOSFET应力 

⚫ CCM+QR+CRM控制模式 

⚫ 内建同步斜坡补偿，消除次谐波震荡 

⚫ 内建频率抖动功能，降低EMI 

⚫ 内置65kHz开关频率 

⚫ 内置140kHz倍频工作模式 

⚫ 轻载降低工作频率 

⚫ 可编程外置过温保护,并触发Latch 

⚫ 可编程输出电流限制 

⚫ VDD过压保护和输出过压保护功能，并

触发Latch 

⚫ 内置前沿消隐电路 

⚫ 内置输出二极管短路保护 

⚫ 内置X_CAP放电保护 

⚫ 可编程输入欠压保护 

⚫ 内置过温保护，并触发Latch 

⚫ 过载保护 

⚫ SOP-8L封装

 

基本应用 

⚫ 开放式电源 ⚫ 适配器

产品概述 

CR5843AS是一款高集成、高性能电流

型 PWM 控制器，该控制电路在整个负载

范围内都有比较高的转换效率。芯片内部

频率优化实现了优异的 EMI效果，限制最

小工作频率为22kHz，避免工作时产生噪

声。 

CR5843AS提供了完整的保护功能，

包括逐周期过流保护(OCP)，过载保护（

OLP）,外部过温保护以及内部过温保护

，输出二极管短路保护，输出过压保护和 

VDD过压保护。 

CR5843AS采用 SOP-8L封装。

 

典型应用 
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管脚排列 
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管脚描述 

引脚序号 符号 描述 

1 PRT 退磁检测、外置过温保护和输出电压过压保护检测脚 

2 FB 
电压反馈脚，和 CS 共同决定输出占空比，同时此引脚控制系统

工作频率 

3 CS 电流检测脚，连接电阻在 MOSFET 的源和地之间检测电感电流。 

4 GND 地脚 

5 GATE 驱动脚，外接功率 MOSFET 的栅极 

6 VDD 电源脚 

7 NC 悬空脚 

8 HV 
高压启动脚，连接电阻和二极管到 X-CAP，作为 X-CAP 放电通

路，也作为输入电压欠压保护检测脚。 

 

 



 

CR5843AS 
                           高压启动多模式PWM控制器 

                                           

V1.0                                                                          3/12 

结构框图 
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极限参数 

符号 描述 值 单位 

VVDD 电源电压 -0.3~35 V 

VHV HV脚电压 -0.3~500 V 

VFB FB脚输入电压 -0.3~7 V 

VCS CS脚输入电压 -0.3~7 V 

VPRT PRT脚输入电压 -0.3~7 V 

TL 焊接温度 10s 260 ℃ 

TSTG 工作结温范围 -40 ~150 ℃ 

ESD 人体模式 HBM（HV 脚除外） 2k V 

 

推荐工作环境 

符号 描述 最小~最大 单位 

VVDD VDD电压 12~29 V 

TOA 工作温度 -20~85 ℃ 
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电气参数 

(TA=25°C 除非特别说明 VDD = 18V) 

符号 参数描述 测试条件 最小 典型 最大 单位 

HV 部分 (HV Pin) 

IHV1 
HV 充电电流，
VDD<2V 

VVDD=0.5V, 

VHV=100V 
 0.3 0.5 mA 

IHV2 
HV 充电电流，
VDD>3V 

VVDD=3.5V, 

VHV=100V 
 2 3.5 mA 

ILeakage 
启动后 HV 漏电电

流 

VVDD=20V, 

VHV=500V 
  10 μA 

VTH_BO_L 输入欠压保护阈值 RHV=200K  70  V 

VTH_BO_H 
退出输入欠压保护

阈值 
RHV=200K  77  V 

TD_BO 
输入欠压保护延时

时间 
  30  ms 

电源部分 (VDD Pin) 

IST 启动电流 UVLO_OFF-1V  15 30 μA 

IOP 工作电流 VFB=3V  2.5 3.5 mA 

IOP_CRM 
CRM 模式工作电

流 
VCS=0V，VFB=0.5V  0.6 0.7 mA 

UVLO_OFF 
系统启动 VDD 电

压 
 16.4 17.4 18.4 V 

UVLO_ON 
系统关断 VDD 电

压 
 7.6 8.1 8.7 V 

VPULL_UP 
GATE 上拉 PMOS

开启时 VDD 电压 
  10  V 

VDD_OVP VDD 过压保护  30 31.5 33 V 

Vth_LATCH Latch 释放电压   5  V 

TD_ST 
过载/过流保护后

VDD 重启时间 
  1.3  s 

反馈部分(FB pin) 

AVCS 
PWM 输入增益 

△FB/△CS 
  3.5  V/V 

IFB FB 短路电流 VFB=0V  200  μA 

VFB FB 开路电压 VFB=Open  5  V 

DMAX 最大占空比  75 80 85 % 

VOSC_Double 升频阈值电压   3.5   

VREF_GREEN 
进入 PFM 时的 FB

电压 
  2.1  V 

VCRM_H 
退出 CRM 时的 FB

电压 
  1.5  V 
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VCRM_L 
进入 CRM 时的 FB

电压 
  1.4  V 

VOLP 
过载保护时 FB 电

压 
  4  V 

TOLP 过载保护延迟时间   40  ms 

电流检测部分（CS Pin） 

TSS 软启动时间   4  ms 

TLEB 前沿消隐时间   300  ns 

TD_OC 过流检测延迟时间   90  ns 

VTH_OC 
0 占空比时过流检

测阈值电压 
 0.48 0.5 0.52 V 

VTH_OC_CLAMP 过流检测箝位电压   0.84  V 

VREF_OCP 过流基准电压  0.287 0.296 0.305 V 

IOCP_ADJ 
PWM关闭时CS

脚输出电流 
 92 100 108 μA 

TD_OCP 
OCP保护延迟

时间 
  60  ms 

内部热保护 

OTP 
过热保护检测的温

度 
  150  ℃ 

Hys. 过热保护检测迟滞   30  ℃ 

保护部分（PRT pin） 

IBIAS 
OVP检测时的输

出偏置电流 
  30  μA 

IRT 
外置 OTP 输出电

流 
 114 120 126 μA 

VOTP 
外置 OTP 阈值保

护电压 
 1.14 1.2 1.26 V 

TD_OTP OTP 保护延迟时间   60  Cycles 

IOutput_OVP 
输出过压保护电流

阈值 
  180  μA 

TD_Output_OVP 
输出过压保护检测

延迟时间 
  8  Cycles 

TSAMP_OVP 

门驱动关闭到 

OVP 保护关闭的

时间 

FB=2.5V  2.5  
μs 

FB=1.5V  1.8  

Gate pin 

VOL 输出低电平 IO=5mA   1 V 

VOH 输出高电平 IO=20mA 8   V 

VCLAMP 输出箝位电压   12.5  V 

TR  CL=1nF  140  ns 

TF  CL=1nF  60  ns 

振荡器部分 
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FOSC_NOM 
高输出电压工作频

率 

VDD=18V， 

IPRT≥95uA， 

FB=3V 

60 65 70 kHz 

FOSC_Double 峰值频率 
VDD=18V，  

FB=4.5V 
 140  kHz 

FPFM PFM 最小频率   22  kHz 

ΔFVDD 
VDD对 PWM频率

的影响 
  1  % 

ΔFTEMP 
温度对 PWM 频率

的影响 
  1  % 

ΔFJITTER 频率抖动范围  -7  7 % 

FJITTER 频率抖动周期   240  Hz 
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芯片概述 

CR5843AS 是一款高压启动、高集成

度、低待机功耗的电流模式 PWM 控制器。

CR5843AS 轻载时会降低频率，最低频率

22kHz 可避免音频噪声，系统采用

CCM+QR+CRM 混合控制模式以减小系

统损耗，达到绿色节能的目的。 

 

启动部分 

芯片集成高压启动电路，当 VDD 电

压小于 2.5V 时，充电电流小于 0.5mA；当

VDD 电压大于 3V 时，VDD 充电电流达到

2mA。当 VDD 电压上升到 UVLO_OFF 电压

后，高压启动电路关闭。VDD 电容维持系

统工作直到辅助绕组给 VDD 电容提供能

量。 

 

绿色节能 

对反激电源而言，主要的待机损耗包

括传导损耗、开关损耗和控制芯片的损耗，

而这些损耗都和开关频率有关。 

在满载运行期间，CR5843AS 通过 IPRT

电流来决定系统的工作频率，系统以 

65kHz 的固定频率运行；  

CR5843AS 还具有峰值功率模式，满足峰

值功率要求。当 FB 电压大于 3.5V 时，系

统工作频率从 65kHz 上升至 140kHz。 

当系统判断到负载变轻时，芯片进入

绿色模式，逐渐开始降频，芯片设置最小

功率频率为 22kHz。负载继续变轻，芯片

将进入 CRM 跳频模式。 

22K

2.1V1.5V VFB 1.4V

65K

FOSC

140K

3.5V

 

图 1  系统工作频率与 FB 电压示意图 

 

内部同步斜坡补偿 

电流模式控制比普通的电压模式控制

具有很多优点，但是同样存在着一些缺点。

特别是当 PWM 占空比大于 50 %，整个控

制环路可能变得不稳定，抗干扰性能变差。

CR5843AS 内置一个同步的斜坡补偿可以

提高系统的稳定性，防止电压毛刺产生的

次谐波振荡。 

 

多功能复用的 PRT 引脚 
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图 2   PRT 引脚外围连接示意图 
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图 3   PRT 保护功能检测方式示意图 

CR5843AS 提供了精确的外置OTP保

护和输出过压保护功能，此功能通过 PRT

脚进行检测。在功率 MOS 管关断时，通

过检测从辅助绕组流进PRT脚的电流检测
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输出电压状态，通过调节 PRT 脚上偏电阻

可以精确设置输出 OVP 功能。输出 OVP

计算公式如下： 

𝑰𝑷𝑹𝑻 =
𝑽𝑨𝑼𝑿−𝟎.𝟏

𝑹𝑶𝑽𝑷
> 𝟏𝟖𝟎𝒖𝑨       (1) 

在与OVP检测间隔的两个GATE关断

周期，PRT 脚向外流出电流，一个周期的

向外流出电流差值为 150uA，另一个周期

向外流出电流为 30uA，这 120uA 的电流

差值在温敏电阻上会形成相应的电压，如

果该电压触发了外置 OTP 阈值电压，则经

过一段时间后触发外置 OTP 保护。OTP

设置公式如下： 

𝑹𝑻×𝑹𝑶𝑽𝑷

𝑹𝑻+𝑹𝑶𝑽𝑷
× 𝟏𝟐𝟎𝒖𝑨 < 𝟏. 𝟐𝑽       （2） 

 

可编程 OCP 和峰值输出电流控制 

为了满足峰值电流输出的要求。

CR5843AS设置两级输出电流保护阀值。

这两个阈值分别对应正常的 OCP保护和

峰值功率保护。当输出电流超过 OCP阈值 

60ms(典型情况)时，发生 OCP保护。 

OCP环路确保输出 OCP一致性，并且

只与匝数比 N和 RCS电阻相关。输出保护

电压阈值 VREF_OCP的规范为 0.296V(典型

值)。 

𝑰𝑶𝑼𝑻_𝑶𝑪𝑷 =
𝑵∗𝑽𝑹𝑬𝑭_𝑶𝑪𝑷

𝑹𝑪𝑺
            （3） 

其中N为初级绕组和次级绕组的匝数比 
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CR5843AS提供了一种自适应的逐周

期变化的 OCP 补偿方法，如下图所示。在 

PWM关断状态下，100uA电流从 CS引脚流出，

通过 R1和 RCS产生电压。最 后由叠加的CS

过流检测箝位电压阈值调节。 

VTH_PK_Final = VTHPK + 100uA ∗ R1   (4) 

0.5V

D2

VTH_PK

D1

0.63V

0.84V

Duty
 

两级 OCP 控制 

为了满足高输出电平下的峰值电流输

出要求，CR5843AS设置了两级 OCP保护

阈值。这两个阈值分别对应正常的 OCP

保护和峰值功率保护，并且这两个阈值都

是内部补偿的。当初级侧电感电流超过 

OCP阈值时，OCP定时器开始计数。60ms

后，发生 OCP。 

当初级侧电感电流超过峰值功率阈值

时，超过峰值功率定时器开始计数。15ms

后，发生峰值负载保护。OCP和峰值功率

保护相互独立，互不影响。 

当发生OCP或峰值功率保护时，

GATE没有输出，VDD开始下降，直到

UVLO_ON，再重新启动。 

 

谷底检测 

在功率 MOS 关断后，辅助绕组正端

电压由负电压变为正电压，变压器进入退

磁阶段，当退磁结束后，辅助绕组正端的
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电压开始下降并以一定的谐振频率开始振

荡，此时通过检测 PRT 引脚的电压来检测

谷底，当检测到内部振荡器的下降沿到来

后的下一个谷底时，功率 MOS 的下一个

导通周期开始。 

t

Ton

TS

Possible  Valleys  for  

restarts

Valley  Switch  

Drain Voltage

 

谷底检测示意图 

软启动 

VDD 电源启动瞬间，CR5843AS 芯片

内部都将触发软启动功能，即在 VDD 电

压达到 UVLO_OFF 以后，在大约 4ms 时间

内，峰值电流从 0 上升到最大值峰值电流，

以减少电源启动期间功率管电压应力。注

意：无论何种保护导致的 VDD 再次启动，

都必将触发软启动功能。 

 

前沿消隐 (LEB) 

开关管的每次开启不可避免带来开关

毛刺，它通过 RCS 采样后，对内部逻辑电

路带来干扰，引起内部寄存器的误动作。

为了消除开关毛刺的影响，CR5843AS 中

设计了 300ns 的前沿消隐电路，它可以代

替传统的外接 RC 滤波电路，简化外围设

计。 

输入欠压保护和 X-CAP 放电 

CR5843AS 具有输入欠压保护检测功

能，可通过外接 HV 电阻对输出欠压保护

电压进行调节，其计算方法如下： 

𝑽𝑩𝒓𝒐𝒘𝒏−𝒊𝒏/𝒐𝒖𝒕 =
𝑅𝐻𝑉+4.2𝐾

200𝐾+4.2𝐾
∗ 70𝑉𝐴𝐶   （5） 
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CR5843AS还集成了X-CAP电容放电

功能，通过检测 HV 脚电压，判断电源开

关是否断开，若开关断开，系统进入

X-CAP 放电状态。 

 

保护功能 

 CR5843AS 提供了丰富的保护功能，

比如 cycle-by-cycle 电流限制、UVLO、输

出过压保护、外置过温保护、输出二极管

短路保护、OTP、VDD 过压保护以及输出

过压保护等；芯片并提供所有引脚悬空保

护。当芯片检测到触发保护并关断 GATE，

直到 VDD 降到 UVLO_ON以下系统才能重

新启动。 

 

降低 EMI 技术  

CR5843AS 具有频率抖动功能，在±7%

的范围内小幅变化，从而分散了谐波干扰

能量，扩展的频谱降低了窄带 EMI，并通

过特有的软驱动技术降低功率 MOSFET

开关噪声，同时减小了功率 MOSFET 开关

损耗。降低了宽带 EMI，简化了系统的设

计。
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特性曲线 

（VDD=18V, TA=25℃ 除了另作说明）。 
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封装信息 

SOP-8L 

 

符号 
毫米 

最小 典型 最大 

A -- -- 1.75 

A1 0.10 -- 0.25 

A2 1.40 1.42 1.50 

A3 0.60 0.65 0.70 

b 0.35 -- 0.47 

b1 0.32 0.41 0.44 

c 0.20 -- 0.24 

c1 0.19 0.20 0.21 

D 4.70 4.90 5.10 

E 5.90 6.00 6.20 

E1 3.70 3.90 4.10 

e 1.27（BSC） 

L 0.50 0.60 0.70 

L1 1.05（BSC） 

θ1 6° ~ 12° 

θ2 6° ~ 12° 

θ3 5° ~ 10° 

θ4 5° ~ 10° 

θ5 0° ~ 6° 
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印章信息 

CR5843

AA B Y WW C

公司LOGO

产品型号

型号细分码

内控编码

年份代码

周号代码

内控编码

 

订购信息 

产品型号 封装类型 包装材质 一盘 一盒 一箱 

CR5843AS SOP-8L 编带 4000 8000 48000 

SOP-8L 封装产品最小订购量为 48000 片，即一箱的芯片数量。 

产品储存条件 

项目 数值 

储存温度 0-40℃ 

储存湿度 30-70%RH 

湿气敏感度等级 3 

 

重要声明 

    启臣保留对本规格书的修正权，恕不另行通知！客户在下单前应获取产品的最新资料，

并验证其是否是完整以及最新版本。 

任何半导体产品在特定条件下都有失效或发生故障的可能，买方使用本产品时，应对自

己的设计及应用负责，遵守安全标准并采取安全措施，以保护人身及财产安全。 

 


